PELICULAS DELGADAS SEMICONDUCTORAS (64 hrs.)
Profesores: Dra. Maria de la Luz Olvera, Dr. Arturo Maldonado Alvarez

OBJETIVO: Introducir al estudiante al campo de las peliculas delgadas, en aspectos tales como:
fabricacion, fendmenos de transporte y estructura, propiedades dpticas y aplicaciones.

Contenido:
TEMA 1: TERMODINAMICA Y CINETICA.

1.1 Introduccidn histdrica.

1.2 Equilibrio de fases.

1.3 termodinamica de defectos y diagramas de fases en cristales compuestos.
1.4 Teoria de nucleacidn.

1.5 Estructura de soluciones supersaturadas.

1.6 Mecanismo de crecimiento de cristales.

1.7 Modelo a escala atémica de crecimiento de cristales.

TEMA 2: TRANSPORTE Y ESTABILIDAD.

2.1 Descripcion de procesos de transporte.

2.2 Modelos en volumen de solidificacion.

2.3 Estabilidad morfoldgica.

2.4 Efectos de flujo sobre la estabilidad morfoldgica.
2.5 Formacion de patrones en crecimiento de cristales.

TEMA 3: CRECIMIEMTO DE CRISTALES EN VOLUMEN.

3.1 Técnicas basicas.

3.2 Investigacion de crecimiento de cristales en ciencias de la tierra y planetarias.
3.3 Técnicas de crecimiento de Bridgemen y relacionadas.

3.4 Crecimiento de Czochralski.

3.5 Crecimiento de cristales por fundicion en zona flotante.

3.6 Empleo de campos magnéticos en crecimientos a partir del fundido.

3.7 Cristalizacion fraccional.

3.8 Mecanismo de crecimiento y dinamica.

3.9 Fenémenos de segregacion en crecimiento de cristales a partir del fundido.
3.10 Convencidn en crecimiento del fundido.

3.11 Esfuerzos en el enfriamiento del cristal.

3.12 Modelacién del crecimiento de Bridgeman y Czochralsk.i

3.13 Crecimiento de cristales con formas definidas.

3.14 Cristalizacion de autécticos, monotécticos y peritécticos.

3.15 Peliculas delgadas y epitaxia.

3.16 Técnicas basicas.

3.17 Epitaxia por transporte de halégenos.

-



3.18 Epitaxia en fase vapor de organometalicos.
3.19 Principios de epitaxia de haces moleculares.
3.20 MBE con fuente gaseosa.

3.21 Epitaxia en fase liquida.

3.22 Epitaxia en fase sélida.

3.23 Mecanismos de crecimiento.

3.24 Procesos de cinética en fase vapor.

3.25 Cinética de reaccién en OMVPE.

3.26 Fendmenos de transporte en reactores de epitaxia en fase vapor.

3.27 Epitaxia de capas atdmicas.

3.28 Nucleacion y difusion superficial en MBE.
3.29 MOVPE de pozos cuanticos ultradelgados.
3.30 Epitaxia auxiliada por luz.

3.31 Estudio dptico in situ de crecimiento epitaxial.
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